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ELEKTRONIK LABORATUVARI
Deney # 3: BJT DC Karakteristikleri

HEDEF SORULARI

1) Transistor nedir?

2) Transistor tiirleri nelerdir?
3) Role, buton gibi anahtarlama elemanlart ile transistorler arasinda ne gibi farkliliklar vardir?

4) Transistor testi multimetre kullanilarak nasil yapilir?

DENEYE HAZIRLIK

1) BC546, BC547, BC548 transistorlerinin;
a) Katalog degerlerinde VCEO, VCBO, IC parametreleri i¢in maksimum degerlerini
karsilastiriniz.
b) Transistorler igin izin verilen maksimum gii¢ nedir?
€) VCE(SAT) degeri hangi deger araligindadir, hangi kosul i¢in verilmistir.
d) BC547A ile BC547C arasinda nasil bir fark vardir?
e) TO-92 kilif i¢in bacak baglantilarini ¢iziniz.
2) Deneyin 3. adimindaki olglimleri ve hesaplanacak degerleri Vs=3V ve Vs=6V i¢in

simiilasyon programu ile aliniz. Gerilim Sl¢limleri ile bu parametreleri hesaplamaya caliginiz.

BILGI
Bipolar Junction Transistor (BJT), akim kontrollii anahtarlama elemanidir. BJTler; N tipi ve P tipi
yariiletken malzemelerden olugmaktadir ve bu malzemeler kullanilarak NPN ve PNP olmak iizere iki tip

transistor elde edilmektedir.
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Sekil 1. NPN ve PNP yapilar
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BJTlerin; emitter, base ve collector olmak {izere 3 bacagi bulunmaktadir.

Sekil 2. NPN transistor akim yonleri

BJTler, base bacagindaki akim ile kontrol edilirler. Transistoriin base ucundan giren akimin 3 kati

kadar collector ucundan akim akmaktadir. Transistoriin akim denklemleri agagidaki gibidir.
L=ltl.  l=Bly  Ig=(B+1)I

Transistoriin ¢alisabilmesi i¢in base ile emitter arasina (Vge) en az 0,7V gerilim uygulanmalidir. Vge

degerinin 0,7V dan kiigiik oldugu durumlarda transistér tikamadadir.

Vge < 0.7 Tikama
Vge > 0.7

~ | Aktif

Vee> Vegsan

™

Vge > 07 L
Vee < Vegsan

Doyma

Vge geriliminin 0,7V’dan bilyiik oldugu durumlarda ise collector ile emitter arasindaki gerilimin (Vcg)

satiirasyon sinirin1 agip asmadigina bakilarak transistoriin doymada olup olmadigi gériilmektedir.
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Sekil 3. Transistor alkam gerilim grafigi

Sekil 3’deki grafikte de goriildiigii gibi Vce gerilimi, doyma gerilimine ulasana kadar Ic=plg denklemi
saglanamamaktadir.

Transistorler, giiclerine ve kullanim amagclarina gore farkli kiliflarda iiretilebilirler.
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MALZEME LiSTESI

1) BC546/547/548 (Genel Amagli Transistor)
2) 100 kQ, 1 kQ, 100 Q direng

3) Breadboard

4) Multimetre

5) Baglanti kablolar1

6) DC gii¢ kayanagi
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DENEY

1. Dogrudan Olgiim

Multimetreyi hFE moduna getiriniz. Multimetrenin transistor test kismina transistorii; NPN veya PNP
olmasina ve bacak siralamasina dikkat ederek baglaymiz. Cikan sonucu, transistoriin bilgi kagidinda yazan

degerle karsilastirniz.

£

1 TO-92
1. Collector 2. Base 3. Emitter

2. Diyot Testi

Multimetreyi diyot test konumuna getiriniz. Sekildeki gibi transistoriin uglarindan 6lgiimler aliniz.
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3. Devrede Transistor

Asagidaki devreyi kurunuz. Devreyi kurarken transistoriin base, emitter ve collector bacaklarinin

dogru yerlestirildigine dikkat ediniz.

+5V

1k
100 k *Vc
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Devredeki Vs degerlerini tablodaki gibi seciniz. Yaptiginiz 6lgtimleri tabloya kaydediniz. Her 6l¢iim

icin ¢aligsma bolgesini belirleyiniz.

Olciilecek Burada Hesaplanacak

VS VB VE VC VBE VCE IB IC IE hFE

(nA) (mA) : (mA)

0.0

1.0

2.0

4.0

8.0

DENEY SONU CALISMASI

¢ Olgiim sonuglarin1 Excel programina aktararak tablo seklinde veriniz.
+  Olgiim sonuglarma gore her Vs degeri icin ¢alisma bolgesini belirleyiniz.

«  Olgiim sonuglarma gdre Vee-lg, Vce-lc, Vce-hee, Is-lc egrilerini ¢izdiriniz ve yorumlayiniz.




